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Beschreibung

[0001] Die vorliegenden Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum L&schen einer Speicherleuchtstoffschicht ge-
man Anspruch 1.

[0002] Eine solche Vorrichtung wird insbesondere im
Bereich der Computer-Radiografie (CR) flir medizinische
Zwecke eingesetzt. Von einem Objekt, beispielsweise
einem Patienten oder einem Korperteil des Patienten,
wird mittels Réntgenbestrahlung ein Bild erzeugt, das in
einer Speicherleuchtstoffschicht als latentes Bild abge-
speichert wird. Ein solches Rdntgenbild enthalt somit
Rontgeninformationen lber das Objekt. Zum Auslesen
der in der Speicherleuchtstoffschicht abgespeicherten
Roéntgeninformationen wird die Speicherleuchtstoff-
schicht mittels einer Bestrahtungseinrichtung angeregt.
Die Speicherleuchtstoffschicht emittiert aufgrund dieser
Anregung Strahlung, die eine Intensitat entsprechend
der in der Speicherleuchtstoffschicht abgespeicherten
Roéntgeninformationen aufweist. Die von der Speicher-
leuchtstoffschicht ausgesandte Strahlung wird von einer
Detektionseinrichtung erfasst und in elektrische Signale
gewandelt, die ein Abbild der Réntgeninformationen ent-
halten. Die elektrischen Signale werden weiterverarbei-
tet und die in der Speicherleuchtstoffschicht abgespei-
cherten Roéntgeninformationen anschlieBend sichtbar
gemacht. Die Rdéntgeninformationen kdénnen beispiels-
weise direkt auf einem Monitor dargestellt oder mittels
eines speziell fir Réntgenbilder verwendbaren Druckers
auf einen fotografischen Rontgenfilm geschrieben wer-
den.

[0003] Nachdem Auslesen der Rontgeninformationen
aus der Speicherleuchtstoffschicht verbleiben in dieser
Reste des latenten Bildes. Ferner kdnnen Rauschinfor-
mationen abgespeichert sein. Um die Speicherleucht-
stoffschicht fur weitere Réntgenaufnahmen verwenden
zu kdénnen, wird sie daher geldscht. Dazu wird eine Strah-
lungsquelle verwendet, die eine Léschstrahlung auf die
Speicherleuchtstoffschicht ausgibt. Aus der US
7,057,200 B2 ist eine Vorrichtung zum Léschen einer
Speicherleuchtstoffschicht bekannt. Diese Léschvorrich-
tung enthalt als Strahlungsquelle zum Aussenden der
Léschstrahlung zwei parallel zueinander angeordnete
Zeilen mit Leuchtdioden. Zum Ldschen wird die Spei-
cherleuchtstoffschichtin eine Transportrichtung durch ei-
nen Strahlengang der Leuchtdiodenzeilen geschoben.
Die beiden Leuchtdiodenzeilen sind in Reflektoren inte-
griert, die voneinander beabstandet sind. Die Reflekto-
ren dienen dazu, von den Leuchtdioden ausgegebene
Loschstrahlung in Richtung der Speicherleuchtstoff-
schicht zu reflektieren. Die Reflektoren haben eine rin-
nenférmige Querschnittsflache mit stumpfen Innenwin-
keln, so dass sich das rinnenférmige Profil der Reflekto-
ren ausgehend von der Anordnung der Leuchtdioden in
Richtung der Speicherleuchtstoffschicht 6ffnet. Dabei ist
allerdings die Ausbreitung der Reflektoren in Transport-
richtung an ihre Funktion der Strahlungsfiihrung der von
den Leuchtdioden emittierten Léschstrahlung angepasst
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und in Relation zu dem Abstand der Reflektoren zu der
Speicherleuchtstoffschicht relativ klein.

[0004] JP 2005-275075 offenbart eine Vorrichtung, bei
welcher zusatzlich zu einem ersten Reflektor, der das
von den Strahlungsquellen abgegebene Licht zur Spei-
cherleuchtstoffschicht hin reflektiert, weitere Reflektoren
vorgesehen sind, die im Randbereich der Strahlungs-
quellen zwischen diesen und der Speicherleuchtstoff-
schicht angeordnet sind und zu einer gleichmaRigen Be-
leuchtung der Speicherleuchtstoffschicht beitragen sol-
len. US 4,849,633 hat eine Loéscheinheit zum Gegen-
stand, bei welcher die Strahlungsquellen in einer im We-
sentlichen quaderférmigen Schale angeordnet sind, die
in ihrem Inneren reflektierende Oberflachen aufweist. In
US 4,786,808 wird eine Vorrichtung beschrieben, bei
welcher eine oder mehrere Strahlungsquellen in einer
Vertiefung des Reflektors angeordnet ist bzw. sind. JP
2003-186128 hat eine Loschvorrichtung zum Gegen-
stand, bei der das von den Strahlungsquellen emittierte
Licht mit Hilfe eines Reflektors, welcher Reflexionsfla-
chen mit trapezférmigem Querschnitt aufweist, zur Spei-
cherleuchtstoffschicht hin reflektiert wird.

[0005] Es istdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine hohe Effizienz beim Léschen einer Speicherleucht-
stoffschicht zu erméglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird gemaR der technischen
Lehre des Anspruchs 1 gel6st. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung kénnen den abhangigen Anspri-
chen enthnommen werden.

[0007] Erfindungsgemal ist der Reflektor zum Reflek-
tieren von von der Speicherleuchtstoffschicht reflektier-
ter Léschstrahlung in Richtung der Speicherleuchtstoff-
schicht angeordnet und ausgestaltet. Es ist eine weitere
reflektierende Flache zum Reflektieren von L&schstrah-
lung vorhanden, die dem Reflektor, in eine Richtung
senkrecht zur Richtung der Relativbewegung betrachtet,
gegenuberliegt. Die weitere reflektierende Flache ist auf
der dem Reflektor abgewandten Seite der Aufnahmee-
bene angeordnet. Dadurch kann besonders gut gewahr-
leistet werden, dass nicht auf die Speicherleuchtstoff-
schicht auftreffende Léschstrahlung von der weiteren re-
flektierenden Flache reflektiert wird, um dann von dem
Reflektor in Richtung der Speicherleuchtstoffschicht re-
flektiert zu werden.

[0008] Dervorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass die Speicherleuchtstoffschicht iblicher-
weise einen hohen Reflexionsgrad hat. Dadurch wird ein
groRer Teil der Léschstrahlung ungenutzt reflektiert und
tragt nicht zum Ldschen von in der Speicherleuchtstoff-
schichtabgespeicherten, unerwiinschten Bildinformatio-
nen bei. Aufgrund der vorliegenden Erfindung wird die
von der Speicherleuchtstoffschicht reflektierte L&sch-
strahlung von dem Reflektor aufgefangen und erneut in
Richtung der Speicherleuchtstoffschicht zurtickreflek-
tiert. Diese Reflexion kann gerichtet oder diffus sein. Die
von dem Reflektor zurlickreflektierte Léschstrahlung
kann somit ebenfalls zum Léschen der Speicherleucht-
stoffschicht beitragen. Dadurch wird der Wirkungsgrad
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des Loschens wesentlich verbessert. Ferner ist der Lei-
stungsbedarf geringer, was zu weniger Verlustwarme
und zu einer Erhdhung der Lebensdauer fiihrt. Des Wei-
teren ist davon auszugehen, dass die Ausfallrate redu-
ziert wird. Gegebenenfalls kann dadurch auf ein Kiihlen
der Strahlungsquelle verzichtet werden. Dies gewabhrlei-
stet eine kostenglinstige Léschvorrichtung. Ferner wird
vorteilhafterweise ein geringer Platzbedarf mdglich. Die
Ausgestaltung des Reflektors kann vorteilhafterweise
auf einfache Weise an die Art und Weise und die Form
der Speicherleuchtstoffschicht angepasst werden. Der
Reflektor ist insbesondere so angeordnet, dass er we-
nigstens eine Reflexionsflache enthalt, die der Aufnah-
meebene zugewandt ist. Er kann vorteilhafterweise an
der der Aufnahmeebene zugewandten Reflektorflache
reflektierende Schichten aufweisen. Dadurch kann der
Reflexionsgrad merklich verbessert werden. Durch diese
weitere reflektierende Flache kann vorteilhafterweise zu
Beginn und/oder am Ende des Léschvorgangs, d. h.
wenn der Strahlengang der Strahlenquelle nicht oder
nicht vollstédndig auf die Speicherleuchtstoffschicht ge-
richtet ist, die von der Strahlungsquelle ausgegebene
Léschstrahlung von der weiteren reflektierenden Flache
in Richtung des Reflektors reflektiert werden. Die von der
weiteren reflektierenden Flache reflektierte Loschstrah-
lung, die die Speicherleuchtstoffschicht insbesondere
noch nicht erreicht hat, kann somit von dem Reflektor
auf die Speicherleuchtstoffschicht gerichtet werden. Ins-
besondere die vordere und ggf. die hintere Kante der
Speicherleuchtstoffschicht kdnnen somit mit hoher Effi-
zienz geldscht werden. Die weitere reflektierende Flache
kann so ausgestaltet sein, dass sie die Loschstrahlung
gerichtet oder diffus reflektiert.

[0009] Besonders bevorzugt weist die weitere reflek-
tierende Flache in Richtung der Relativbewegung eine
Ausbreitung auf, die zumindest so groR ist, wie diejeni-
gen des Reflektors. Dadurch kann gewahrleistet werden,
dass Formen der weiteren reflektierenden Flache und
des Reflektors besonders gut aufeinander abgestimmt
sind. Eine besonders groRe Menge von von der Strah-
lungsquelle emittierter L6schstrahlung kann von der wei-
teren reflektierenden Flache reflektiert und eine grolRe
Menge dieser reflektierten Léschstrahlung von dem Re-
flektor in Richtung der Speicherleuchtstoffschicht reflek-
tiert werden. Dadurch lasst sich eine besonders gute
Léscheffizienz erreichen.

[0010] Besonders bevorzugt ist eine Ausbreitung des
Reflektors in Richtung der Relativbewegung wenigstens
zehnmal so groB3, wie ein kleinster Abstand des Reflek-
tors von der Aufnahmeebene. Durch diese Dimensionie-
rung des Reflektors mit seiner grofen Ausbreitung in
Richtung der Relativbewegung und seinem Abstand zu
der Aufnahmeebene fir die Speicherleuchtstoffschicht
kann vorteilhafterweise gewahrleistet werden, dass ein
groRer Teil der von der Speicherleuchtstoffschicht reflek-
tierten oder gestreuten LOschstrahlung aufgefangen
oder erfasst und erneut in Richtung der Speicherleucht-
stoffschicht reflektiert werden kann.
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[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Reflektor eine ebene Reflektorflache auf,
die parallel zur Aufnahmeebene verlauft. Eine solche Re-
flektorform kann zuverlassig reflektierte Léschstrahlung
zur Speicherleuchtstoffschicht zurtickreflektieren. Diese
Reflektorform ist kostengunstig herstellbar und kompakt
ausgestaltbar.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist der Reflektor eine Reflektorflache mit einer Struktur
auf. Mit einer solchen Struktur kann die Effizienz des L6-
schens noch weiter erhdht werden. Die Struktur kann
insbesondere geriffelt, dach-, sdgezahn- oder dreieck-
férmig, etc. sein. Besonders bevorzugt kann die struktu-
rierte Reflektorflache retroreflektiv ausgestaltet sein, so
dass sie zumindest einen Teil der von der Speicher-
leuchtstoffschicht zuriickgestreuten Ldschstrahlung an
dieselben Stellen der Speicherleuchtstoffschicht zuriick-
reflektiert. Eine solche retroreflektive Reflektorflache ge-
wabhrleistet ein besonders effizientes Loschen der Spei-
cherleuchtstoffschicht. An diejenigen Stellen, die viel
Ldéschstrahlung gestreut und reflektiert haben, wird auch
viel Léschstrahlung zuriickreflektiert. Die retroreflektive
Reflektorflache kann insbesondere nach Art eines soge-
nannten "Katzenauges" ausgestaltet sein und beispiels-
weise als Folie eingesetzt werden. Dies ist besonders
platzsparend und kostengtinstig.

[0013] Besonders vorteilhaft weist der Reflektor we-
nigstens zwei Reflektorflachen auf, so dass der Reflek-
tor, in Richtung der Relativbewegung betrachtet, zu bei-
den Seiten der Strahlungsquelle ausgebildetist. Dadurch
kann besonders viel Loschstrahlung erfasst und zuriick-
reflektiert werden. Der Reflektor kann dabei insbeson-
dere in Richtung der Relativbewegung spiegelsymme-
trisch ausgestaltet sein, wobei eine Symmetrieachse
senkrecht zur Richtung der Relativbewegung und, in
Richtung der Relativbewegung betrachtet, zentral durch
die Strahlungsquelle hindurch verlduft. Durch einen sol-
chen Reflektor kann zu beiden Seiten der Strahlungs-
quelle eine grolRe Menge an reflektierter Léschstrahlung
erfasst und zur Speicherleuchtstoffschicht zuriickreflek-
tiert werden.

[0014] Bevorzugt weist der Reflektor eine rinnen- oder
trogférmige Querschnittsflache auf. Ein solcher Reflektor
ist besonders einfach herstellbar und erreicht einen ho-
hen Wirkungsgrad beim Léschen. Die rinnen- oder trog-
férmige Querschnittsfliche kann vorteilhafterweise
stumpfe Innenwinkel aufweisen, die insbesondere gré-
Ber oder gleich 130° sind. Dadurch wird die Menge an
reflektierter Ldschstrahlung, die wieder zur Speicher-
leuchtstoffschicht zurtickreflektiert wird, noch weiter er-
hoht.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung schlieRen sich, in Richtung der Relativbewegung
betrachtet, an die beiden Enden der Rinne parallel zur
Aufnahmeebene verlaufende Reflektor-Fortsatzflachen
an. Vorzugsweise weisen die Reflektor-Fortsatzflachen
Strukturen auf. Diese Ausgestaltungen gewahrleisten je-
weils eine noch bessere Effizienz des Loéschvorgangs.
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[0016] Besonders vorteilhaft weist die Strahlungsquel-
le wenigstens zwei senkrecht zur Richtung der Relativ-
bewegung und parallel zu der Aufnahmeebene verlau-
fende Zeilen mit Leuchtdioden auf. Dadurch lasst sich
eine ausreichend hohe Intensitat von Léschstrahlung er-
zeugen, wobei der Leistungsverbrauch der Leucht-
dioden besonders gering ist. Die wenigstens zwei Zeilen
mit Leuchtdioden kénnen bevorzugt in den Reflektor in-
tegriert sein. Dabei kann ein Abstand zwischen den we-
nigstens zwei Zeilen vorteilhafterweise kleiner oder
gleich einem Abstand der Leuchtdioden zu der Aufnah-
meebene sein. Der Reflektor, und damit auch die Lésch-
vorrichtung, kann dadurch besonders kompakt ausge-
staltet werden. Ferner kann die von den Leuchtdioden-
zeilen emittierte Loschstrahlung besonders gut ausge-
richtet auf die Speicherleuchtstoffschicht ausgegeben
werden.

[0017] Besonders bevorzugt ist den wenigstens zwei
Zeilen mit Leuchtdioden jeweils ein eigener Reflektor zu-
geordnet. Die Leuchtdioden der jeweiligen Zeilen emit-
tieren ferner eine Strahlung in einem anderen, insbeson-
dere schmalbandigen, Wellenldngenbereich, als die
Leuchtdioden der anderen Zeilen. Die Reflektoren sind
insbesondere so ausgestaltet, dass sie zu einer Tren-
nung der von den unterschiedlichen Leuchtdiodenzeilen
ausgegebenen Léschstrahlungen mit den unterschiedli-
chen Wellenldngenbereichen beitragen. Dadurch kann
verhindert werden, dass sich bestimmte Spektralberei-
che gegenseitig beeinflussen oder stéren. Die Wellen-
langenbereiche sind vorteilhafterweise so gewahlt, dass
solche Wellenlangen, die nicht zum Léschen des einge-
setzten Typs von Speicherleuchtstoffschicht beitragen,
nicht vorhanden sind. Dadurch ist ein sonst erforderli-
ches Herausfiltern solcher Wellenlédngen nicht erforder-
lich. Ferner wird eine besonders gute Loscheffizienz er-
reicht.

[0018] Vorzugsweise weist die Speicherleuchtstoff-
schicht der erfindungsgemaRen Vorrichtung einen Re-
flexionsgrad fiir die Ldschstrahlung von grofRer oder
gleich 70%, insbesondere gréer oder gleich 80%, auf.
Gerade fiir Speicherleuchtstoffschichten mit einem solch
hohen Reflexionsgrad kann die erfindungsgemafle
Léschvorrichtung besonders effizient eingesetzt werden.
[0019] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung von Ausfilihrungsbei-
spielen, wobei Bezug auf die beigefugten Zeichnungen
genommen wird. Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemafRen Ldéschvorrichtung mit einem
Reflektor, der ebene, parallel zu einer Spei-
cherleuchtstoffschicht verlaufende Reflektor-
flachen aufweist, und mit einer dem Reflektor
gegenuberliegenden weiteren Reflexionsfla-
che,

Fig.2 ein zweites Ausflhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemafien Ldéschvorrichtung mit einem
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Reflektor, der parallel zu der Speicherleucht-

stoffschicht verlaufende Reflektorflachen mit

einer dreieckférmigen Struktur aufweist,
Fig. 3 ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalen Léschvorrichtung mit einem
rinnenfdrmigen Reflektor,
Fig. 4 ein viertes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemaflen Ldéschvorrichtung mit einem
rinnenfdrmigen Reflektor, der ausgehend von
den Enden der Rinne seitliche Reflektor-Fort-
satze aufweist, die sich eben und parallel zu
der Speicherleuchtstoffschicht erstrekken,
Fig. 5 ein flnftes Ausflhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalfien Léschvorrichtung mit dem rin-
nenférmigen Reflektor, der ausgehend von den
Enden der Rinne seitliche Reflektor-Fortsatze
aufweist, die sich parallel zu der Speicher-
leuchtstoffschicht erstrecken und eine feine
dreieckférmige Struktur aufweisen,
Fig. 6  ein sechstes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemaRen Ldéschvorrichtung mit dem rin-
nenférmigen Reflektor, der ausgehend von den
Enden der Rinne seitliche Reflektor-Fortsatze
aufweist, die sich parallel zu der Speicher-
leuchtstoffschicht erstrecken und eine grobe
dreieckférmige Struktur aufweisen,
Fig. 7 ein siebtes Ausflihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemafRen Ldéschvorrichtung mit einem
Reflektor, der ausgehend von den Enden einer
kleinen Rinne seitliche Reflektor-Fortsatze auf-
weist, die sich parallel zu der Speicherleucht-
stoffschicht erstrecken und eine sdgezahnfér-
mige Struktur aufweisen, und
Fig. 8 ein achtes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalfen Ldschvorrichtung mit zwei
Leuchtdiodenzeilen, die Licht in verschiedenen
Wellenlangenbereichen ausgeben und jeweils
einen eigenen Reflektor aufweisen.

[0020] Im Folgenden werden, sofern nicht anders an-
gegeben, flr gleiche oder gleichwirkende Elemente glei-
che Bezugszeichen verwendet.

[0021] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausflhrungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemaflen Ldschvorrichtung 1 zum L6-
schen von Réntgeninformationen, die in einer Speicher-
leuchtstoffschicht 2 einer Speicherleuchtstoffplatte 3 ab-
gespeichert sind. Die Speicherleuchtstoffplatte 3 weist
eine Tragerschicht 4 auf, auf der die Speicherleuchtstoff-
schicht 2 aufgebracht ist. Die Speicherleuchtstoffschicht
2 setzt sich vorzugsweise aus einer Vielzahl von Pho-
phorpartikeln zusammen, die zum Speichern der Ront-
geninformationen dienen. Die Tragerschicht 4 ist hier ein
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Laminat, das vorteilhafterweise eine Dicke von 1-2 mm
hat. Die Speicherleuchtstoffplatte 3 wird von auf3en in
die Ldschvorrichtung 1 hineingeschoben werden. Inner-
halb der Léschvorrichtung 1 wird die Speicherleuchtstoff-
platte 3 mittels eines Antriebs 5 in eine Transportrichtung
verschoben, die durch einen Pfeil 6 reprasentiert wird.
Die Speicherleuchtstoffplatte 3 ist in der Léschvorrich-
tung 1 in einer Aufnahmeebene 7 gefiihrt und in dieser
Aufnahmeebene 7 verschiebbar. Unterhalb der Aufnah-
meebene 7 befindet sich eine Auflage 18, auf der die
Speicherleuchtstoffplatte 3 aufliegen kann.

[0022] DieLdschvorrichtung 1 enthalteine Strahlungs-
quelle 8 zum Aussenden von Ldschstrahlung. Die Strah-
lungsquelle 8 weist hier zwei parallel zueinander ange-
ordnete Leuchtdiodenzeilen 9 und 10 auf. Die Leucht-
diodenzeilen 9, 10 enthalten jeweils eine Vielzahl von
nebeneinander angeordneten Leuchtdioden. Die
Leuchtdiodenzeilen 9, 10 erstrecken sich Uber die ge-
samte Lange der Speicherleuchtstoffschicht 2. Die Lan-
ge der Speicherleuchtstoffschicht 2 verlauft in der Dar-
stellung nach Fig. 1 senkrecht zur Transportrichtung 6
und in Richtung der Zeichnungsblattebene. Die Breite
der Speicherleuchtstoffschicht 2 erstreckt sich in Trans-
portrichtung 6. Mittels des Antriebs 5 wird die Speicher-
leuchtstoffschicht 2 in Transportrichtung 6 mit gleichfor-
miger Transportgeschwindigkeit an den Leuchtdioden-
zeilen 9, 10 vorbeitransportiert. Dadurch durchlauft die
Speicherleuchtstoffschicht 2 die Strahlengange der
Leuchtdiodenzeilen 9, 10. Es ist alternativ auch moglich,
anstelle der Speicherleuchtstoffplatte 3 die Strahlungs-
quelle zu transportieren, wobei dann die Speicherleucht-
stoffplatte 3 in der Léschvorrichtung 1 nicht bewegt wird.
In beiden Fallen wird zwischen der Strahlungsquelle 8
und der in der Aufnahmeebene 7 liegenden Speicher-
leuchtstoffschicht 2 eine Relativbewegung ausgefihrt,
die hier in Richtung des Pfeils 6 verlauft.

[0023] Beim Transportieren der Speicherleuchtstoff-
platte 3 trifft das von den Leuchtdioden der Leucht-
diodenzeilen 9, 10 emittierte Loschlicht auf die Speicher-
leuchtstoffschicht 2. Ein Teil des Ldschlichts dringt in die
Speicherleuchtstoffschicht 2 ein und I6scht die in ihr nach
einem Auslesen verbliebenen Réntgeninformationen
und ein gegebenenfalls vorhandenes Rauschen. Da die
Speicherleuchtstoffschicht 2 fir das Léschlicht einen Re-
flexionsgrad von wenigstens 70%, insbesondere von we-
nigstens 80%, aufweist, wird ein gro3er Teil des Lésch-
lichts von der Speicherleuchtstoffschicht 2 reflektiert,
ohne zum Léschen beizutragen.

[0024] Um eine hohe Effizienz und einen hohen Wir-
kungsgrad beim Léschen zu erzielen, hat die Léschvor-
richtung 1 erfindungsgemaRn einen Reflektor 11. Der Re-
flektor 11 weist im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel
zwei ebene, parallel zu der Speicherleuchtstoffschicht 2
verlaufende Reflektorflachen 12 und 13 auf. Die Reflek-
torflachen 12, 13 sind, in Transportrichtung 6 betrachtet,
zu beiden Seiten der Strahlungsquelle 8 angeordnet und
vorteilhafterweise gleich gro3. Es ist aber ebenso még-
lich, nur eine einzige Reflektorflache auf einer der Seiten
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der Strahlungsquelle 8 vorzusehen. Ferner ist es mog-
lich, die Reflektorflachen 12, 13 einteilig oder eine der
beiden kleiner auszugestalten, als die andere. Der Re-
flektor 11 erstreckt sich Giber die gesamte Lange der Spei-
cherleuchtstoffschicht 2 und, in Transportrichtung 6 be-
trachtet, Uber eine Breite 14. Von der Oberflache der in
der Aufnahmeebene 7 befindlichen Speicherleuchtstoff-
schicht 2 weist der Reflektor einen kleinsten Abstand 15
auf. Die Breite 14 ist wenigstens zehnmal so gro3, wie
der kleinste Abstand 15. Der Reflektor 11 ist in Trans-
portrichtung 6 spiegelsymmetrisch ausgestaltet. Dabei
verlauft eine Symmetrieachse 16 senkrecht zur Trans-
portrichtung 6 und, bezogen auf die Breite 14, zentral
durch die Strahlungsquelle 8 hindurch. Im vorliegenden
Ausflihrungsbeispiel verlauft die Symmetrieachse 16 so-
mit zwischen den beiden Leuchtdiodenzeilen 9, 10. Die
zwei Leuchtdiodenzeilen 9, 10 sind hier zentral in den
Reflektor 11 integriert. Ein Abstand 17 zwischen den zwei
Leuchtdiodenzeilen 9, 10 ist vorteilhafterweise kleiner
oder gleich einem Abstand 32 der Leuchtdioden zu der
in der Aufnahmeebene 7 liegenden Speicherleuchtstoff-
schicht 2. Die Reflektorflachen 12, 13 weisen auf ihren
zur Speicherleuchtstoffschicht 2 hin gewandten Oberfla-
chen reflektierende Schichten auf, die fir von der Spei-
cherleuchtstoffschicht 2 reflektiertes Léschlicht hochgra-
dig reflektierend sind. Durch den Reflektor 11 wird Lésch-
licht, das von der Speicherleuchtstoffschicht 2 reflektiert
oder gestreut wird, in Richtung der Speicherleuchtstoff-
schicht 2 zuriickreflektiert. Durch diese Zurickreflexion
besteht die Mdéglichkeit, dass das Ldschlicht nun zum
Léschen der Roéntgeninformationen in die Speicher-
leuchtstoffschicht 2 eindringt.

[0025] Die Loéschvorrichtung 1 weist eine dem Reflek-
tor 11, in eine Richtung senkrecht zur Transportge-
schwindigkeit 6 betrachtet, gegeniliberliegende weitere
Reflexionsflache 31 auf. Die Reflexionsflache 31 ist zum
Reflektieren von Léschlicht ausgestaltet, das von der
Strahlungsquelle 8 ausgegeben wurde. Von der Reflexi-
onsflache 31 reflektiertes, weiteres Loschlicht wurde fer-
ner gegebenenfalls bereits von der Speicherleuchtstoff-
schicht 2 und dem Reflektor 11 reflektiert. Zum Reflek-
tieren von Lo&schlicht kann insbesondere auf der der
Strahlungsquelle 8 zugewandten Seite der Auflage 18,
d. h. auf der dem Reflektor 11 abgewandten Seite der
Aufnahmeebene 7, die Reflexionsflache 31 aufgebracht
sein. Die Reflexionsflache 31 kann vorteilhafterweise als
dinne Schicht auf die Auflage 18 aufgebracht sein. Die
Reflexionsflache 31 ist somit derart angeordnet, dass die
Speicherleuchtstoffplatte 3 zwischen dem Reflektor 11
und der Reflexionsflache 31 hindurch transportiert wer-
den kann. Die Reflexionsflache 31 kann das L&schlicht
gerichtet oder diffus zum Reflektor 11 reflektieren. Die
Reflexionsflache 31 ist hier in Transportrichtung 6 vor-
teilhafterweise so breit, wie der Reflektor 11. Die Fig. 1
zeigt die in die Léschvorrichtung 1 einfahrende Speicher-
leuchtstoffplatte 3. Die Reflexionsflache 31 gewahrleistet
vorteilhafterweise, dass das von der Strahlungsquelle 8
ausgegebene Ldschlicht auch dann mit einem hohen
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Wirkungsgrad zum L&schen beitragt, wenn die Speicher-
leuchtstoffplatte 3 sich noch nicht vollstdndig in der
Loéschvorrichtung 1 befindet. Insbesondere wird gewahr-
leistet, dass die fiihrende Kante der Speicherleuchtstoff-
schicht 2 mit erhdhter Effizienz geléscht wird. Ahnliches
gilt, wenn die Speicherleuchtstoffplatte 3 aus der Ldsch-
vorrichtung 1 herausféhrt. Es ist zum Léschen der Spei-
cherleuchtstoffschicht 2 alternativ mdglich, die Speicher-
leuchtstoffplatte 3 in der Ldschvorrichtung 1 ruhen zu
lassen und die Strahlungsquelle 8 mitsamt des Reflek-
tors 11 und der gegeniiberliegenden Reflexionsschicht
31 entlang der Speicherleuchtstoffplatte 3 zu transpor-
tieren.

[0026] Fig.2zeigteinzweites Ausfiihrungsbeispiel der
erfindungsgemalen Ldschvorrichtung 1. Die Speicher-
leuchtstoffplatte ist hier nicht dargestellt. Dargestellt ist
die Auflage 18, oberhalb der sich die Aufnahmeebene 7
zum Aufnehmen und Flihren der Speicherleuchtstoffplat-
te befindet. Die Léschvorrichtung 1 enthélt den Reflektor
11. Dieser hat hier zwei Reflektorflachen 19 und 20, die
parallel zu der Aufnahmeebene 7 und der Auflage 18
verlaufen. Die Reflektorflachen 19, 20 weisen jeweils ei-
ne Struktur auf, die hier im Wesentlichen dreieckférmig,
nach Art von feinen Sagezéhnen ausgestaltet ist. Mittels
dieser Struktur ist ein retroreflektives Profil der Reflek-
torflachen 19, 20 realisiert.

[0027] Fig. 3 zeigt ein drittes Ausflihrungsbeispiel der
erfindungsgeméafien Léschvorrichtung 1. In diesem drit-
ten Ausflihrungsbeispiel ist der Reflektor 11 rinnen- oder
trogférmig ausgestaltet. Die Querschnittsflache des Re-
flektors 11 weist somit die Form einer Rinne auf. Dazu
hat der Reflektor 11 zwei geradlinige Reflektorflachen
21, 22, die ausgehend von der Strahlungsquelle 8 mit
stumpfen Innenwinkeln o schrag nach aufien verlaufen.
Die Innenwinkel betragen hier ca. 165°.

[0028] Fig. 4 zeigt ein viertes Ausflihrungsbeispiel der
erfindungsgemafien Ldschvorrichtung 1. Der Reflektor
11 ist hier mittels der zwei geradlinigen Reflektorflachen
21, 22 ebenfalls rinnenférmig ausgestaltet. Die Innen-
winkel o der rinnenférmigen Querschnittsflache betra-
gen hier ca. 110°. Der Reflektor 11 weist ausgehend von
denunteren Enden der Rinne seitliche Reflektor-Fortsat-
ze 23, 24 auf, die sich eben und parallel zu der Aufnah-
meebene 7 fiir die Speicherleuchtstoffplatte nach auen
erstrecken.

[0029] Fig. 5 zeigt ein flnftes Ausflihrungsbeispiel der
erfindungsgemafien Léschvorrichtung 1. Der Reflektor
11 ist hier, wie der Reflektor 11 gemaR dem vierten Aus-
fuhrungsbeispiel, mittels der zwei geradlinigen Reflek-
torflachen 21, 22 rinnenfdrmig ausgestaltet. Die Innen-
winkel o der rinnenférmigen Querschnittsflache betra-
gen ca. 110°. Der Reflektor 11 weist ausgehend von den
unteren Enden der Rinne seitliche Reflektor-Fortsatze
25, 26 auf, die sich parallel zu der Aufnahmeebene 7 fiir
die Speicherleuchtstoffplatte nach auen erstrecken. Die
seitlichen Reflektor-Fortsatze 25, 26 haben hier eine fei-
ne dreieckfdrmige Struktur. Mittels dieser Struktur ist ein
retroreflektives Profil der Reflektor-Fortsatze 25, 26 rea-
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lisiert.

[0030] Fig. 6 zeigt ein sechstes Ausfihrungsbeispiel
einer erfindungsgemaflen Ldschvorrichtung 1. Der Re-
flektor 11 entspricht hier weitgehend dem Reflektor der
Léschvorrichtung 1 gemaf dem flinften Ausfiihrungsbei-
spiel nach Fig. 5. Allerdings haben die seitlichen Reflek-
tor-Fortsatze 25, 26 hier eine grobe dreieckférmige
Struktur. Mittels dieser Struktur ist ebenfalls ein retrore-
flektives Profil der Reflektor-Fortsatze 25, 26 realisiert.
[0031] Fig. 7 zeigt ein siebtes Ausfiihrungsbeispiel der
erfindungsgemalen Léschvorrichtung 1. Der Reflektor
11 ist hier mittels zweier geradlinigen Reflektorflachen
21, 22 ebenfalls rinnenférmig ausgestaltet. Allerdings
sind die Reflektorflachen 21, 22 hier kirzer, als diejeni-
gen der Ausflihrungsbeispiele gemaf der Fig. 4-6. Der
Reflektor 11 weist ausgehend von den unteren Enden
der Reflektorflachen 21, 22 der Rinne seitliche Reflektor-
Fortsatze 27, 28 auf, die sich parallel zu der Aufnahmee-
bene 7 fir die Speicherleuchtstoffplatte nach aul3en er-
strecken. Die seitlichen Reflektor-Fortsatze 27, 28 haben
hier eine grobe sagezahnférmige Struktur mit einer nur
geringen Anzahlvon Sagezahnen. Mittels dieser Struktur
ist auch ein retroreflektives Profil der Reflektor-Fortsatze
27, 28 realisiert.

[0032] Fig. 8 zeigt ein achtes Ausflihrungsbeispiel der
erfindungsgeméafen Léschvorrichtung 1. In diesem ach-
ten Ausfiihrungsbeispiel enthélt die Strahlungsquelle 8
die zwei Leuchtdiodenzeilen 9, 10, die hier allerdings je-
weils einen eigenen Reflektor aufweisen. Die Leucht-
diodenzeile 9 ist in einen trogférmigen Reflektor 29 und
die Leuchtdiodenzeile 10 in einen trogférmigen Reflektor
30 integriert. Die beiden Reflektoren 29, 30 sind vonein-
ander getrennt, so dass das von den Leuchtdiodenzeilen
9, 10 ausgegebene Léschlicht voneinander getrennt auf
die in der Loschvorrichtung befindliche Speicherleucht-
stoffschicht auftreffen. Die Leuchtdiodenzeilen 9, 10 ge-
ben Léschlichtin verschiedenen Wellenldangenbereichen
aus. Die Leuchtdiodenzeile 9 gibt Léschlicht im blauen
Wellenlangenbereich und die Leuchtdiodenzeile 10 im
roten Wellenlangenbereich aus. Dadurch lasst sich vor-
teilhafterweise eine gute "Farbtrennung"”, und damit eine
hohe Ldscheffizienz, erreichen. In Transportrichtung 6
der Speicherleuchtstoffplatte trifft daher zuerst blaues
und anschlieRend rotes Léschlicht auf die Speicher-
leuchtstoffschicht. Ferner ist die Intensitéat des langwel-
ligen, roten Ldschlichts groRer, als die Intensitdt des
kurzwelligen, blauen Ldschlichts. Die Intensitatsanteil
des roten Ldschlichts betragt hier vorteilhafterweise ca.
66% und der Intensitatsanteil des blauen Léschlichts ca.
33%. Auf diese Weise ist eine besonders gute Loschef-
fizienz gewahrleistet.

[0033] Zur Gewahrleistung einer besonders effizien-
ten Farbtrennung kann es von Vorteil sein, zumindest
einen der Reflektoren 29 bzw. 30 in der Weise asymme-
trisch auszugestalten, dass die dem jeweils anderen Re-
flektor 30 bzw. 29 zugewandte Flanke des jeweiligen Re-
flektortroges einen kleineren Innenwinkel aufweist als die
dem jeweils anderen Reflektor 30 bzw. 29 abgewandte
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Flanke.

[0034] Zur weiteren Verbesserung der Loscheffizienz
ist es moglich, an der Strahlungsquelle 8, d. h. insbeson-
dere an den Leuchtdiodenzeilen 9, 10 Zusatzoptiken vor-
zusehen, die den Emissionswinkel der Leuchtdioden ver-
kleinern. Dadurch kann die auf der Speicherleuchtstoff-
schicht2 angestrahlte Flache schmaler ausgestaltet wer-
den. Dies erhoéht die Leistungsdichte zum Léschen.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung (1) zum Léschen einer Speicherleucht-
stoffschicht (2) mit

- einer Strahlungsquelle (8) zum Erzeugen und
Aussenden einer Léschstrahlung,

- einem Antrieb (5) zum Erzeugen einer Rela-
tivbewegung zwischen der Speicheneuchtstoff-
schicht (2) und der Strahlungsquelle (8), wobei
die Speicherleuchtstoffschicht (2) in einer Auf-
nahmeebene (7) liegt bzw. bewegt wird,

- einem Reflektor (11) zum Reflektieren von
Strahlung, wobei der Reflektor (11) zum Reflek-
tieren von von der Speicherleuchtstoffschicht
(2) reflektierter Loschstrahlung in Richtung der
Speicherleuchtstoffschicht (2) angeordnet und
ausgestaltet ist, und

- einer weiteren reflektierenden Flache (31) zum
Reflektieren von Léschstrahlung, die dem Re-
flektor (11), in eine Richtung senkrecht zur Rich-
tung (6) der Relativbewegung betrachtet, ge-
genuberliegt und

auf der dem Reflektor (11) abgewandten Seite der
Aufnahmeebene (7) angeordnet ist, und

- einer Speicherleuchtstoffschicht,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung so
ausgestaltet ist, dass die Speicherleuchtstoffschicht
(2) zwischen dem Reflektor (11) und der weiteren
reflektierenden Flache (31) hindurch transportiert
wird oder bei ruhender Speicherleuchtstoffschicht
(2) die Strahlungsquelle (8) mitsamt dem Reflektor
(11) und der gegeniiberliegenden weiteren reflektie-
renden Flache (31) entlang der Speicherleuchtstoff-
schicht (2) transportiert wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere reflektierende Flache
(31) in Richtung (6) der Relativbewegung eine Aus-
breitung (14) aufweist, die zumindest so groR ist, wie
diejenige des Reflektors (11).

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Ausbreitung (14) des Reflektors (11) in Richtung (6)
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10.

1.

12

der Relativbewegung wenigstens zehnmal so grofl
ist, wie ein kleinster Abstand (15) des Reflektors (11)
von der Aufnahmeebene (7).

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
flektor (11) eine ebene Reflektorflache (12, 13) auf-
weist, die parallel zur Aufnahmeebene (7) verlauft.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
flektor (11) eine Reflektorflache (19, 20; 25, 26; 27,
28) mit einer Struktur aufweist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
flektor (11) wenigstens zwei Reflektorflaichen auf-
weist, so dass der Reflektor (11), in Richtung der
Relativbewegung betrachtet, zu beiden Seiten der
Strahlungsquelle (8) ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
flektor (11) eine rinnen- oder trogférmige Quer-
schnittsflache aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich, in Richtung (6) der Relativbe-
wegung betrachtet, an die beiden Enden der Rinne
parallel zur Aufnahmeebene (7) verlaufende Reflek-
tor-Fortsatzflachen (23, 24; 25, 26; 27, 28) anschlie-
Ren.

Vorrichtung nach Anspruch 5 und Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reflektor-Fort-
satzflachen (25, 26; 27, 28) Strukturen aufweisen.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Strahlungsquelle (8) wenigstens zwei senkrecht zur
Richtung (6) der Relativbewegung und parallel zu
der Aufnahmeebene (7) verlaufende Zeilen (9, 10)
mit Leuchtdioden aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den wenigstens zwei Zeilen (9, 10)
mit Leuchtdioden jeweils ein eigener Reflektor (29,
30) zugeordnet ist und die Leuchtdioden der jewei-
ligen Zeilen (9, 10) eine Strahlung in einem anderen,
insbesondere schmalbandigen, Wellenldngenbe-
reich emittieren, als die Leuchtdioden der anderen
Zeilen (9, 10).

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Speicher-
leuchtstoffschicht (2) einen Reflexionsgrad fur die
Léschstrahlung von gréRer oder gleich 70%, insbe-
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sondere groRer oder gleich 80%, aufweist.

Claims

An apparatus (1) for erasing a storage phosphor lay-
er (2) comprising

- a radiation source (8) for generating and emit-
ting erasing radiation,

- a drive (5) for generating a relative movement
between the storage phosphor layer (2) and the
radiation source (8), the storage phosphor layer
(2) lying or being moved in a receiving plane (7),
- a reflector (11) for reflecting radiation, the re-
flector (11) being disposed and shaped for re-
flecting erasing radiation reflected by the stor-
age phosphor layer (2) in the direction of the
storage phosphor layer (2), and

- a further reflective surface (31) for reflecting
erasing radiation which, as observed in a direc-
tion perpendicular to the direction (6) of the rel-
ative movement, lies opposite the reflector (11)
andis disposed on the side of the receiving plane
(7) facing away from the reflector (11), and

- a storage phosphor layer,

characterised in that the apparatus is designed
such that that the storage phosphor layer (2) is con-
veyed through between the reflector (11) and the
further reflective surface (31) or with the storage
phosphor layer (2) at rest the radiation source (8) is
conveyed together with the reflector (11) and the op-
posing further reflective surface (31) along the stor-
age phosphor layer (2).

The apparatus according to Claim 1, characterised
in that the further reflective surface (31) has a wid-
ening (14) in the direction (6) of the relative move-
ment which is at least as great as that of the reflector

(11).

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that a widening (14) of the
reflector (11) in the direction (6) of the relative move-
ment is at least ten times as great as a smallest dis-
tance (15) between the reflector (11) and the receiv-

ing plane (7).

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that the reflector (11) has
a level reflector surface (12, 13) which extends par-
allel to the receiving plane (7).

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that the reflector (11) has
a reflector surface (19, 20; 25, 26; 27, 28) with a
structure.
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6.

10.

11.

12.

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that the reflector (11) has
at least two reflector surfaces so that, as observed
inthe direction of the relative movement, the reflector
is formed on both sides of the radiation source (8).

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that the reflector (11) has
a channel- or trough-shaped cross-sectional sur-
face.

The apparatus according to Claim 7, characterised
in that, as observed in the direction (6) of the relative
movement, reflector appendage surfaces (23, 24;
25, 26; 27, 28) extending parallel to the receiving
plane (7) adjoin both ends of the channel.

The apparatus according to Claim 5 and Claim 8,
characterised in that the reflector appendage sur-
faces (25, 26; 27, 28) have structures.

The apparatus according to any of the preceding
claims, characterised in that the radiation source
(8) has at least two lines (9, 10) with light emitting
diodes extending perpendicularly to the direction (6)
of the relative movement and parallel to the receiving
plane (7).

The apparatus according to Claim 10, character-
ised in that a particular reflector (29, 30) is respec-
tively assigned to the at least two lines (9, 10) with
light emitting diodes, and the light emitting diodes of
the respective lines (9, 10) emit radiation particularly
in a narrow band wavelength range, different to the
light emitting diodes of the other lines (9, 10).

The apparatus (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that the storage phosphor
layer (2) has a reflection coefficient for the erasing
radiation of greater than or equal to 70%, in particular
greater than or equal to 80%.

Revendications

1.

Dispositif (1) d’effacement d’'une couche d’enregis-
trement luminescente (2) comportant :

- une source de rayonnement (8) destinée a pro-
duire et a émettre un rayonnement d’efface-
ment,

- un dispositif d’entrainement (5) destiné a pro-
duire un mouvement relatif entre la couche d’en-
registrement luminescente (2) et la source de
rayonnement (8), la couche d’enregistrementlu-
minescente (2) reposant ou pouvant étre dépla-
cée dans un plan de réception (7),

- un réflecteur (11) destiné a réfléchir le rayon-
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nement, le réflecteur (11) étant disposé et congu
de maniére a réfléchir le rayonnement d’efface-
ment, renvoyé par la couche d’enregistrement
luminescente (2), en direction dela couche d’en-
registrement luminescente (2), et

- une surface réfléchissante supplémentaire
(31) située en regard du réflecteur (11), consi-
déré dans la direction perpendiculaire au sens
(6) du mouvement relatif, qui est destinée a ré-
fléchir le rayonnement d’effacement, et qui est
agenceée sur la face du plan de réception (7) qui
est détournée du réflecteur (11), et

- une couche d’enregistrement luminescente,

caractérisé en ce que le dispositif est congu de telle
fagon que la couche d’enregistrement luminescente
(2) puisse étre transportée entre le réflecteur (11) et
la surface réfléchissante supplémentaire (31) ou
bien, dans le cas d’'une couche d’enregistrement lu-
minescente (2) au repos, que la source de rayonne-
ment (8) puisse étre transportée, conjointement au
réflecteur (11) et a la surface réfléchissante supplé-
mentaire (31) située en regard de ce dernier, le long
de la couche d’enregistrement luminescente (2).

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la surface réfléchissante supplémentaire
(31) présente, dans le sens (6) du mouvement relatif,
une étendue (14) qui est au moins aussi importante
que celle du réflecteur (11).

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’une étendue (14) du ré-
flecteur (11) dans le sens (6) du mouvement relatif
est au moins dix fois plus importante qu’un plus petit
écart (15) existant entre le réflecteur (11) et le plan
de réception (7).

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le réflecteur (11) preé-
sente une surface de réflecteur (12, 13) plane qui se
prolonge parallélement au plan de réception (7).

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le réflecteur (11) pré-
sente une surface de réflecteur (19, 20 ; 25, 26 ; 27,
28) pourvue d’une structure.

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le réflecteur (11) pré-
sente au moins deux surfaces de réflecteur, de sorte
que ledit réflecteur (11), considéré dans le sens du
mouvement relatif, est congu des deux cotés de la
source de rayonnement (8).

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le réflecteur (11) pré-
sente une surface de section transversale en forme
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de rigole ou d’auge.

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que des surfaces de prolongement de réflecteur
(23, 24 ; 25, 26 ; 27, 28) se prolongeant parallele-
ment au plan de réception (7) font suite aux deux
extrémités de la rigole, considéré dans le sens (6)
du mouvement relatif.

Dispositif selon la revendication 5 et la revendication
8, caractérisé en ce que les surfaces de prolonge-
ment de réflecteur (25, 26 ; 27, 28) présentent des
structures.

Dispositif selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la source de rayonne-
ment (8) présente au moins deux rangées (9, 10) de
diodes électroluminescentes disposées perpendicu-
lairement au sens (6) du mouvement relatif et paral-
lelement au plan de réception (7).

Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que les au moins deux rangées (9, 10) de diodes
électroluminescentes disposent chacune d'un ré-
flecteur propre (29, 30) et les diodes électrolumines-
centes d'une méme rangée (9, 10) émettent un
rayonnement dans une plage de longueurs d’ondes
différente, notamment a bande étroite, de celle des
diodes électroluminescentes d’une autre rangée (9,
10).

Dispositif (1) selon 'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la couche d’enregis-
trement luminescente (2) présente un degré de ré-
flexion concernant le rayonnement d’effacement qui
est supérieur ou égal a 70 %, notamment supérieur
ou égal a 80%.



EP 1 895 326 B1

1 ' 16\j
14 ™ 12 9\__-__/10 8 13
{ ] S0 1c A S
| l’iii \/_11
31 7 5—"¢ — ' N '/2
~ ‘o T 1:  E— I 4
- X
18 : 3 \
FIG. 1 5

=11
S~——1
é

\ )\ / “~—7
-1
FIG. 2 A
N
M L 2
(04 04
'~ \ } (
| \ / (
— 11

10



EP 1 895 326 B1

i
a—FK] |

N\

1
1{\ 21 22 :
23 31 24
/ /
/ =~
(
FIG. 4 8
9 10
pallid ;
V] {
1 a—H] [—o
—~ 22
2 . 21 /11 26
/ -——7
(
FIG. 5 18
9 10
i1 1 A
1

1
: ! {

FIG. 6

11



EP 1 895 326 B1

10

22

11 21
N V7 \ NNl s
N J | 7
1 ——7
i
FIG.7
1
~N ¢ % 10
29 30
31
™ ——7

FIG. 8

12



EP 1 895 326 B1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschliel3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréf3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA libernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.
In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente
¢ US 7057200 B2 [0003] ¢ US 4786808 A [0004]

* JP 2005275075 A [0004] e JP 2003186128 A [0004]
* US 4849633 A [0004]

13



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

